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Figura 07: Micrografias de sulfeto de zinco tratadas termicamente de 300 ºC a 900 ºC, conforme descrito pela 
nomenclatura empregada.

A utilização de semicondutores II-VI para absorver energia 

e transferir para íons terras-raras, como o európio(III), tem 

sido alvo de muitas pesquisas, sendo que o óxido de zinco 

(ZnO) pode ser considerado um dos semicondutores mais 

promissores, uma vez que possui gap largo absorvendo no 
ultra-violeta, com possibilidade de transferência de energia 

aos íons terras-raras que, por sua vez, emitem no visível. 

Entretanto, sabe-se que há grande dificuldade de dopagem 

desse semicondutor por íons terras-raras, devido aos seus 

tamanhos e cargas. O óxido de zinco possui estrutura 

hexagonal do tipo wurtzita e tem átomos de zinco 

ocupando metade dos sítios tetraédricos. A expansão da

rede do óxido de zinco com calcogenetos, como o 

enxofre, pode ser um campo promissor na viabilização da 

dopagem deste semicondutor, visto que poderá agregar as 

propriedades físicas e químicas do óxido de zinco à

qualidade de emissão dos íons terras-raras. Através da 

decomposição térmica do sulfeto de zinco, um 

semicondutor de gap largo e que pode apresentar dois tipos 
de empacotamentos compactos: cúbico (blenda de zinco) e 

hexagonal (wurtzita); é possível obter o óxido de zinco, 

sendo que o controle da temperatura de decomposição 

pode levar a óxido de zinco contendo enxofre ou mistura 

de ZnO e ZnS. 

O objetivo deste trabalho é estudar a decomposição 

térmica do ZnS a ZnO, sob diferentes temperaturas e 

atmosferas, sua influência no tamanho de cristalito (hkl), 

calculado pela lei de Scherrer, e os valores de band gap

do semicondutor, que foram obtidos pelos dados de 

reflectância difusa, utilizando-se o modelo Tauc.

Figura 06: Micrografias de sulfeto de zinco tratadas termicamente de 300 ºC a 900 ºC, conforme descrito pela 
nomenclatura empregada.
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Amostra

Tabela I: Tamanhos de cristalito calculado para os 
picos (100) do ZnS e (100) do ZnO e Band Gap das 
amostras calculado segundo modelo de Tauc.

possivelmente devido a presença de enxofre residual nas amostras de ZnO

formadas . A variação da temperatura também influenciou o tamanho médio de 
cristalito dos dois semicondutores.

A rota de preparação sugerida para a preparação do ZnO:S parece ser 
promissora. A decomposição do ZnS a ZnO permite ajustar o valor de 

absorção na região UV-Vis e,conseqüentemente a coloração dessas amostras , 
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Figura 04: Espectros obtidos por espectroscopia de reflectância difusa para as amostras de sulfeto de zinco tratadas 
termicamente conforme descrito pela nomenclatura empregada. (a) e (b) em absorbância e (c) e (d) em F(R).
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Figura 05: Espectros de luminescência das amostras de sulfeto de zinco tratadas termicamente: (a) excitação (λem = 500 nm)  
e (b) emissão(λex = 370 nm).
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Figura 03: Difratogramas de raios X de amostras de sulfeto de zinco tratadas termicamente a 300 ºC, 640 ºC, 
690ºC, 800 ºC e 900 ºC, em tempos variando entre 5 e 30 minutos, conforme descrito na nomenclatura empregada.
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Equação 01: Lei de Scherrer

1 MATJEVIC, E.; WILHELMY, D. M.; Preparation and Properties of 
Monodispersed Spherical-colloidal Particles of Zinc Sulphide, J. Chem. Soc., 80, 
p. 563-570, 1984.
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Esquema 1: Esquema dos níveis energéticos situados na 
banda do ZnO puro. (adaptado de Gupta, 1990)

Figura 02: Espectros vibracionais na região do infravermelho de amostras de: (a) sulfeto de zinco sem tratamento 
térmico (450 cm-1 a 100 cm-1) e (b) tratadas à 690 ºC por tempos variando de 5 a 30 minutos e tratadas à 800 ºC e 
900 ºC por 20 minutos, conforme nomenclatura empregada (4000 cm-1 a 450 cm-1).
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Figura 01: Análise térmica de sulfeto de zinco sem tratamento térmico em atmosfera de ar sintético, na faixa de 0 ºC 
a 1300 ºC.
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